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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の基板とその表面に貼り付けられた個別の半導体薄膜とを有する半導体装置を製造
する方法であって、
　第２の基板上に剥離層を形成する工程と、
　前記剥離層上に、半導体素子の全部又は一部の構造を含む半導体薄膜を形成する工程と
、
　前記半導体薄膜上において前記個別の半導体薄膜に区画される領域の内側の所定領域に
誘電体膜を形成する工程と、
　前記半導体薄膜上の前記誘電体膜を覆う様に前記個別の半導体薄膜に区画される領域全
体に保護層を形成する工程と、
　前記半導体薄膜の前記保護層で覆われていない領域をエッチングして前記剥離層に届く
エッチング溝を形成することによって、前記半導体薄膜を分離する工程と、
　前記剥離層をエッチングして前記半導体薄膜を剥離可能な個別の半導体薄膜にする工程
と、
　前記誘電体膜を備えた前記個別の半導体薄膜を保持し、前記第１の基板の表面に貼り付
ける工程と、
　前記個別の半導体薄膜を貼り付ける工程の前又は後に、前記保護層を除去する工程と
　を有し、
　前記保護層が、前記エッチング溝の形成工程及び前記剥離層のエッチング工程において
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使用されるエッチング剤に対して耐エッチング性を持つ材料で構成される
　ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　第１の基板とその表面に貼り付けられた個別の半導体薄膜とを有する半導体装置を製造
する方法であって、
　第２の基板上に剥離層を形成する工程と、
　前記剥離層上に、半導体素子の全部又は一部の構造を含む半導体薄膜を形成する工程と
、
　前記半導体薄膜上において前記個別の半導体薄膜に区画される領域の内側の所定領域に
誘電体膜を形成する工程と、
　前記半導体薄膜上の前記誘電体膜を覆う様に前記個別の半導体薄膜に区画される領域全
体にパッシベーション膜を形成する工程と、
　前記パッシベーション膜上で前記誘電体膜面全体を覆う様に前記個別の半導体薄膜に区
画される領域全体に保護層を形成する工程と、
　前記半導体薄膜の前記保護層及び前記パッシベーション膜で覆われていない領域をエッ
チングして前記剥離層に届くエッチング溝を形成することによって、前記半導体薄膜を分
離する工程と、
　前記剥離層をエッチングして前記半導体薄膜を剥離可能な個別の半導体薄膜にする工程
と、
　前記誘電体膜及び前記パッシベーション膜を備えた前記個別の半導体薄膜を保持し、前
記第１の基板の表面に貼り付ける工程と、
　前記個別の半導体薄膜を貼り付ける工程の前又は後に、前記保護層を除去する工程と
　を有し、
　前記保護層及び前記パッシベーション膜のそれぞれが、前記エッチング溝の形成工程及
び前記剥離層のエッチング工程において使用されるエッチング剤に対して耐エッチング性
を持つ材料で構成される
　ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　前記第１の基板が、アモルファスシリコン、単結晶シリコン、ポリシリコン、化合物半
導体、有機半導体、及び絶縁体材料の内のいずれかの材料を含むことを特徴とする請求項
１又は２に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　前記第１の基板が、集積回路を有するシリコン基板であることを特徴とする請求項１又
は２に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　前記第２の基板が、その最上層に、前記剥離層のエッチング工程において使用されるエ
ッチング剤に対して耐エッチング性を持つ材料で構成されるエッチングストップ層を有す
ることを特徴とする請求項１から４までのいずれかに記載の半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　前記半導体薄膜が、化合物半導体エピタキシャル層から構成されることを特徴とする請
求項１から５までのいずれかに記載の半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　前記半導体素子が、発光素子、受光素子、ホール素子、及びピエゾ素子の内のいずれか
の素子であることを特徴とする請求項１から６までのいずれかに記載の半導体装置の製造
方法。
【請求項８】
　前記誘電体膜が、酸化珪素、窒化珪素、酸化アルミニウム、窒化アルミニウムの内のい
ずれかの材料から構成されることを特徴とする請求項１から７までのいずれかに記載の半
導体装置の製造方法。
【請求項９】
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　前記パッシベーション膜が、ポリイミド及び窒化アルミニウムの内のいずれかの材料か
ら構成されることを特徴とする請求項２に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　前記保護層が、有機材料から構成されることを特徴とする請求項１から９までのいずれ
かに記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１１】
　前記第１の基板の前記個別の半導体薄膜が貼り付けられる領域に導電性材料層を形成す
る工程を有し、
　前記個別の半導体薄膜が、前記導電性材料層上に貼り付けられる
　ことを特徴とする請求項１から１０までのいずれかに記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１２】
　前記エッチング溝の形成工程において、エッチング剤として燐酸過水又は、クエン酸及
び過酸化水素水を含むエッチング液が用いられ、
　前記剥離層のエッチング工程において、エッチング剤としてフッ酸が用いられる
　ことを特徴とする請求項１から１１までのいずれかに記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１３】
　前記第１の基板に貼り付けられた前記個別の半導体薄膜の前記半導体素子に電気的に接
続され、前記誘電体層又は前記パッシベーション膜上に延びる個別配線層をフォトリソグ
ラフィ技術を用いて形成する工程を有することを特徴とする請求項２又は９に記載の半導
体装置の製造方法。
【請求項１４】
　前記個別配線層が、Ａｕ層、Ｔｉ／Ｐｔ／Ａｕ積層層、Ａｕ／Ｚｎ積層層、Ａｕ／Ｇｅ
積層層、Ｎｉ／Ａｕ積層層、ＡｕＧｅＮｉ／Ａｕ積層層、Ｐｄ層、Ｐｄ／Ａｕ積層層、Ｍ
ｇ／Ａｕ積層層、Ａｌ層、Ａｌ／Ｎｉ積層層、ポリシリコン層、ＩＴＯ層、及びＺｎＯ層
の内のひとつ又は２つ以上を組み合わせた材料から構成されることを特徴とする請求項１
３に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１５】
　前記半導体薄膜に前記エッチング溝を形成する工程が、前記保護層を前記エッチング溝
を形成するためのエッチングマスクとして使用し、前記保護層の端部と前記エッチング溝
形成後の前記半導体薄膜の端部とをほぼ一致させる工程であることを特徴とする請求項１
から１４までのいずれかに記載の半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えば、電子写真式プリンタに使用されるＬＥＤプリントヘッドのような半導
体装置及びその製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
図２６は、従来のＬＥＤプリントヘッド９００の一部を概略的に示す斜視図であり、図２
７は、図２６のＬＥＤプリントヘッドに備えることができるＬＥＤアレイチップの一例と
してＬＥＤアレイチップ９０２の一部を示す平面図である。図示されたＬＥＤプリントヘ
ッド９００は、基板９０１上に備えられたＬＥＤアレイチップ９０２の電極パッド９０３
と、基板９０１上に備えられた駆動ＩＣチップ９０４の電極パッド９０５とをボンディン
グワイヤ９０６で接続し、駆動ＩＣチップ９０４の電極パッド９０９と基板９０１の電極
パッド９１０とをボンディングワイヤ９１１で接続した構造を持つ。
【０００３】
また、下記の特許文献１には、薄膜構造の発光素子が開示されている。この特許文献１に
は、発光素子を構成する各層を成長させた後に、エッチング液により素子分離を行うこと
が記載されている。
【０００４】
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【特許文献１】
特開平１０－０６３８０７号公報（図１１、段落００３４及び００３５）
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、ＬＥＤプリントヘッド９００では、ＬＥＤアレイチップ９０２と駆動ＩＣ
チップ９０４とをボンディングワイヤ９０６によって接続していたので、ＬＥＤアレイチ
ップ９０２と駆動ＩＣチップ９０４のそれぞれにワイヤボンド用の大きな（例えば、１０
０μｍ×１００μｍ）電極パッド９０３及び９０５を設ける必要があった。このため、Ｌ
ＥＤアレイチップ９０２の面積を小さくすることが困難であり、その結果、材料コストを
削減することが困難であった。また、ＬＥＤアレイチップ９０２において発光部９０７と
して機能する領域は、表面から５μｍ程度の深さの領域である。しかし、ＬＥＤプリント
ヘッド９００では、安定したワイヤボンドの歩留まりを確保するために、ＬＥＤアレイチ
ップ９０２の厚さは駆動ＩＣチップ９０４の厚さ（例えば、２５０μｍ～３００μｍ）と
同程度にする必要があった。このため、ＬＥＤプリントヘッド９００においては、ＬＥＤ
アレイチップ９０２の材料コストを削減することが困難であった。
【０００６】
さらに、特許文献１には、薄膜構造の発光素子が開示されているが、発光素子にはハンダ
ボール用の電極パッドが備えられており、この電極パッドにハンダボールを介して個別電
極が接続されている。このように、特許文献１の薄膜構造の発光素子は電極パッドを備え
ているので、その面積を縮小することが困難であった。
【０００７】
さらにまた、特許文献１には、エッチング液により素子分離を行うことが記載されている
。しかし、半導体薄膜を構成する各層の材料又はエッチング液の種類によっては、半導体
薄膜を分離又は剥離するためにエッチングすべき部分以外の部分が、例えば、半導体薄膜
が含む半導体素子が備えている、層間絶縁膜や配線材料などがエッチングされてしまうと
いう技術的な課題についての記載はない。
【０００８】
　そこで、本発明は上記したような従来技術の課題を解決するためになされたものであり
、その目的とするところは、小型化及び材料コストの低減を図ることができる半導体装置
及びＬＥＤヘッド、並びに、小型化及び材料コストの低減を図ることができる且つエッチ
ング処理に起因する歩留まりの低下の少ない半導体装置の製造方法を提供することにある
。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
本発明に係る半導体装置の製造方法は、第２の基板上に剥離層を形成する工程と、剥離層
上に、半導体素子の全部又は一部の構造を含む半導体薄膜を形成する工程と、半導体薄膜
上の所定領域に誘電体膜を形成する工程と、半導体薄膜上の誘電体膜を覆う領域に保護層
を形成する工程とを有する。さらに、本発明に係る半導体装置の製造方法は、半導体薄膜
の保護層で覆われていない領域をエッチングして剥離層に届くエッチング溝を形成するこ
とによって、半導体薄膜を分離する工程と、剥離層をエッチングして半導体薄膜を剥離可
能な個別の半導体薄膜にする工程と、誘電体膜を備えた個別の半導体薄膜を保持し、第１
の基板の表面に貼り付ける工程と、個別の半導体薄膜を貼り付ける工程の前又は後に、保
護層を除去する工程とを有する。また、保護層は、エッチング溝の形成工程及び剥離層の
エッチング工程において使用されるエッチング剤に対して耐エッチング性を持つ材料で構
成される。ここで、耐エッチング性とは、保護層となる材料そのものが、エッチング溝の
形成工程及び剥離層のエッチング工程において使用されるエッチング剤によって、溶解、
分解、破壊されないこと、また、保護層と、保護層が接する半導体薄膜表面との界面に該
エッチング液が浸透することによって、該界面の密着性が破壊されないこと、あるいは、
該エッチング液が保護層を浸透し保護層と半導体薄膜界面に到達することによって、該界
面の密着性が破壊されないこと、など保護層が半導体薄膜表面を保護する機能が失われな
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いことを意味する。
【００１０】
【発明の実施の形態】
＜第１の実施形態＞
図１から図８までは、本発明の第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法（即ち、ＬＥ
Ｄ／駆動ＩＣ複合チップ１００の製造プロセス）を概略的に示す断面図である。また、図
９は、図１のＡ９部の拡大図であり、図１０は、図３のＡ１０部の拡大図である。さらに
、図１１は、図５の概略的な斜視図であり、図１２は、図５のＡ１２部の拡大平面図であ
る。さらにまた、図１３は、図６のＡ１３部の拡大図であり、図１４は、図１３をＳ１４

－Ｓ１４線で切る面を概略的に示す断面図である。また、図１５は、図８の拡大平面図で
あり、図１６は、図８のＡ１６部の概略的な斜視図である。
【００１１】
図に基づいて、第１の実施形態に係るＬＥＤ／駆動ＩＣ複合チップ１００の製造プロセス
を説明する。先ず、図１に示されるように、半導体薄膜製造用の基板１１０を用意し、こ
の基板１１０上に剥離層１２０を形成し、この剥離層１２０上に半導体薄膜としてのエピ
タキシャルフィルム１３０を形成する。ここで、エピタキシャルフィルム１３０は、半導
体薄膜として半導体薄膜製造用基板から剥離する予定の、あるいは、半導体薄膜として半
導体薄膜製造用基板から剥離した、半導体素子として機能させるための半導体エピタキシ
ャル層を示している。エピタキシャルフィルム１３０の製造は、有機金属化学蒸着法（Ｍ
ＯＣＶＤ法）や分子線エピタキシー法（ＭＢＥ法）等によって行うことができる。
【００１２】
　図１に示される製造プロセスを、図９を参照して詳細に説明する。図９に示されるよう
に、基板１１０は、例えば、ＧａＡｓ基板１１１上に、ＧａＡｓバッファ層１１２、及び
剥離層のエッチング工程において使用されるエッチング剤に対して耐エッチング性を持つ
材料で構成される（ＡｌＧａ）ＩｎＰエッチングストップ層１１３を順に成膜した構造を
持つ。また、図９に示されるように、剥離層１２０は、例えば、ＡｌＡｓ剥離層である。
さらにまた、図９に示されるように、エピタキシャルフィルム１３０は、剥離層１２０上
に、ＧａＡｓコンタクト層（１）１３１（例えば、ｎ型ＧａＡｓ層１３１）、ＡｌＧａＡ
ｓ下クラッド層１３２（ｎ型ＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ層１３２）、ＡｌＧａＡｓ活性層１３
３（ｎ型ＡｌｙＧａ１－ｙＡｓ層１３３）、ＡｌＧａＡｓ上クラッド層１３４（ｎ型Ａｌ

ｚＧａ１－ｚＡｓ層１３４）、及びＧａＡｓコンタクト層（２）１３５（ｎ型ＧａＡｓ層
１３５）を順に成膜した構造を持つ。なお、０＜ｘ≦１、０≦ｙ＜１、０＜ｚ≦１である
。また、Ａｌ組成は、ｙ＜ｘ且つｙ＜ｚ（例えば、ｘ＝ｚ＝０．４、ｙ＝０．１）とする
ことができる。ｎ型ＧａＡｓ層１３１の厚さは、約１０ｎｍ（＝約０．０１μｍ）であり
、ｎ型ＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ層１３２の厚さは、約０．５μｍであり、ｎ型ＡｌｙＧａ１

－ｙＡｓ層１３３の厚さは、約１μｍであり、ｎ型ＡｌｚＧａ１－ｚＡｓ層１３４の厚さ
は、約０．５μｍであり、ｎ型ＧａＡｓ層１３５の厚さは、約１０ｎｍ（＝約０．０１μ
ｍ）である。この場合には、エピタキシャルフィルム１３０の厚さは、約２．０２μｍと
なる。ただし、各層の厚さは、上記値に限定されない。また、エピタキシャルフィルム１
３０の材料として、（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｙＩｎ１－ｙＰ（ここで、０＜ｘ＜１且つ０＜
ｙ＜１である。）、ＧａＮ、ＡｌＧａＮ、ＩｎＧａＮ等の他の材料を含む半導体エピタキ
シャル層を用いてもよい。また、基板１１０は、（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｙＩｎ１－ｙＰ層
１１３を設けない構造などの変形も可能である。
【００１３】
次に、図２に示されるように、エピタキシャルフィルム１３０の半導体素子形成領域１３
０ｂにＬＥＤ（図１２の発光領域１３０ｃ）を形成する。次に、図３に示されるように、
エピタキシャルフィルム１３０上の所定領域に誘電体膜１４０を形成する。誘電体膜１４
０は、例えば、ＳｉＯ２、Ｓｉ３Ｏ４、ＳｉＮ、酸化アルミニウム、窒化アルミニウムの
内のいずれかの材料で構成することができる。誘電体膜１４０は、例えば、ＬＥＤ上に開
口部を持つ。
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【００１４】
ＬＥＤの形成方法としては、図１０に示されるように、ｎ型ＡｌｙＧａ１－ｙＡｓ層１３
３、ｎ型ＡｌｚＧａ１－ｚＡｓ層１３４、及びｎ型ＧａＡｓ層１３５に固相拡散法等によ
り亜鉛（Ｚｎ）からなるＰ型不純物を拡散しＺｎ拡散領域１３６を形成する方法がある。
その後、固相拡散時に用いた拡散源膜は除去する。その後、ＧａＡｓコンタクト層のＺｎ
拡散領域表面を露出させる。次に、ＧａＡｓコンタクト層内に形成されたｐｎ接合面を含
む領域を除去することが望ましい。なお、素子作製において最終的には、電極配線によっ
て、ｐｎ間のショートが発生しないように、ｎ型ＡｌｚＧａ１－ｚＡｓ層１３４の表面及
びＡｌｚＧａ１－ｚＡｓ層に形成されたＺｎ拡散領域表面の一部（ＡｌｚＧａ１－ｚＡｓ
層表面のｐｎ接合領域を含むｐｎ接合近傍の領域）を被覆するように層間絶縁膜を設けて
から個別電極配線などを形成する必要があることは言うまでもない。第１の実施形態にお
いては、ｎ型ＡｌｚＧａ１－ｚＡｓ層１３４の表面及びＡｌｚＧａ１－ｚＡｓ層に形成さ
れたＺｎ拡散領域表面の一部（ＡｌｚＧａ１－ｚＡｓ層表面のｐｎ接合領域を含むｐｎ接
合近傍の領域）を被覆するように絶縁膜１４０が形成されている。Ｚｎ拡散領域１３６の
拡散フロントを、ｎ型ＡｌｙＧａ１－ｙＡｓ層１３３の内部に位置するように構成するこ
とにより、ｐｎ接合を介して注入された少数キャリアは、ｎ型ＡｌｙＧａ１－ｙＡｓ層１
３３内に閉じ込められ、高い発光効率が得られる。即ち、図１０に示されるような構造を
採用することによって、エピタキシャルフィルム１３０の厚さを約２μｍと薄くすること
ができ、発光効率を高くすることができる。なお、上記説明においては、エピタキシャル
層としてホモ接合型ＬＥＤの製造方法を説明したが、ヘテロ接合型ＬＥＤとすることもで
きる。ここで、ホモ接合型とは、ｐｎ接合面が単一の半導体層内に形成されている接合方
式を指し示しており、本実施形態の説明で具体的に説明した、同一導電型の半導体積層構
造に逆導電型の不純物を選択的にドーピングしたような接合形態も含む。また、ヘテロ接
合型とは、ｐｎ接合面が異種半導体界面に位置する接合方式を指し示しており、例えば、
ｎ型ＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ層１３２とｐ型ＡｌｙＧａ１－ｙＡｓ層をエピタキシャル成長
により積層した構造を備えたような接合形態を意味する。
【００１５】
次に、図４に示されるように、エピタキシャルフィルム１３０上の誘電体膜１４０を覆う
領域に保護層１５０を形成する。保護層１５０は、後述するエッチング溝の形成工程及び
剥離層１２０のエッチング工程において使用されるエッチング液に対して耐エッチング性
を持つ材料で構成される。保護層１５０は、有機材料、例えば、レジスト材料などのポリ
マー材料やワックス材料から構成される。
【００１６】
次に、図５及び図１１に示されるように、エッチング液を用いてエピタキシャルフィルム
１３０の保護層１５０で覆われていない領域をエッチングして剥離層１２０に届くエッチ
ング溝１６０を形成して、エピタキシャルフィルム１３０を分離し、個別のエピタキシャ
ルフィルム１３０ａとする。エッチング液としては、燐酸過水（燐酸、過酸化水素水を含
む水溶液）を用いる。なお、エッチング液として、クエン酸及び過酸化水素水を含むエッ
チング液を用いることもできる。
【００１７】
次に、図６、図１３及び図１４に示されるように、エッチング液を用いてエピタキシャル
フィルム１３０ａの下の剥離層１２０をエッチングして除去して、エピタキシャルフィル
ム１３０ａを剥離可能にする。エッチング液として、例えば、フッ酸（１０％ＨＦ液）を
用いる。
【００１８】
図１２に示されるように、誘電体膜１４０の短辺の端部１４０ａは、エピタキシャルフィ
ルム１３０ａの端部より距離Ｌ１だけ内側に位置する。また、図１２に示されるように、
誘電体膜１４０の長辺の端部１４０ｂは、エピタキシャルフィルム１３０ａの端部より距
離Ｌ２だけ内側に位置する。距離Ｌ１及びＬ２の長さは、▲１▼エッチング液（又はエッ
チングガス）の種類や特性、▲２▼エッチング時間、▲３▼誘電体膜１４０の材料、▲４
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▼保護層１５０の材料や厚さ等の各種要因に基づいて決定すればよく、少なくとも、エッ
チング液が保護層１５０を浸透して誘電体膜１４０に達しない長さとする。
【００１９】
次に、図７（ａ）及び（ｂ）に示されるように、集積回路１７１が形成されたシリコン基
板１７０を用意し、その表面の集積回路１７１に隣接する領域にメタル層１８０を密着形
成する。次に、メタル層１８０上に、図６の製造プロセスで剥離可能となった個別のエピ
タキシャルフィルム１３０ａを貼り付ける。個別のエピタキシャルフィルム１３０ａの保
持方法、すなわち、個別のエピタキシャルフィルム１３０ａを貼り付ける予定の位置まで
搬送し、位置合わせを行い、所定の位置にエピタキシャルフィルム１３０ａを置くための
エピタキシャルフィルムの移送方法、としては、エピタキシャルフィルムを移送治具に吸
着／脱離が可逆的に複数回行える保持方法（例えば、気圧差を利用する吸着（吸引）、磁
気的吸着、電気的吸着、接着剤等のいずれかを用いて保持部材に保持する方法）を用いる
。なお、シリコン基板１７０にエピタキシャルフィルム１３０ａを貼り付ける工程の前又
は後に、保護層１５０を除去する。また、エピタキシャルフィルム１３０ａの厚さが厚く
なると、個別配線層１９０に段切れが発生する確率が高くなる。このような不良の発生を
回避するためには、エピタキシャルフィルム１３０の厚さを、約１０μｍ以下にすること
が望ましい。ただし、ポリイミドなどを使って段差領域の平坦化を図るなどの段差領域を
横切る配線の断線防止のための方策を実施するなどして、エピタキシャルフィルム１３０
の厚さを、１０μｍを超える厚さにすることもできる。
【００２０】
メタル層１８０は、例えば、パラジウム若しくは金、又は、パラジウムと金の積層膜等か
らなる。メタル層１８０は、その上に貼り付けられたエピタキシャルフィルム１３０ａを
シリコン基板１７０の集積回路１０２形成領域近傍に固定する機能と、エピタキシャルフ
ィルム１３０ａの下面の共通端子領域（図示せず）とシリコン基板１７０の共通端子領域
（図示せず）とを電気的に接続する機能とを持つ。メタル層１８０とエピタキシャルフィ
ルム１３０ａ内の共通端子領域との間、及び、メタル層１８０とシリコン基板１７０の共
通端子領域との間には、オーミックコンタクトが形成されることが望ましい。ここで、Ｌ
ＥＤエピタキシャルフィルム（ＬＥＤエピフィルム）１３０ａ内の共通端子領域とは、メ
タル層１８０と接するエピタキシャル層全面を示しており、本実施形態で具体的に述べれ
ば、ｎ型ＧａＡｓ層１３１の共通電位側（ｎ電極側）となる表面全面を意味する。また、
Ｓｉ基板１７０の共通端子領域とは、メタル層１８０と接するＳｉ基板の表面領域を示し
ており、本実施形態で具体的に述べれば、ＬＥＤを駆動するための共通電位側（ｎ電極側
）となる領域を意味する。メタル層１８０は、何らかの手段によって、例えば、メタル配
線によって、素子を駆動するための集積回路の共通電位端子と接続されている。なお、メ
タル層１８０を、シリコン基板１７０表面の集積回路１０２が形成されている領域上に（
全部又は一部が重なるように）、絶縁膜（図示せず）を介して、形成してもよい。
【００２１】
次に、図８、図１５、及び図１６に示されるように、ＬＥＤ１３０ｃから誘電体膜１４０
上を経由してシリコン基板１７０の集積回路１７１の端子領域１７１ａ上まで達する個別
配線層１９０を形成する。ここで、Ｚｎ拡散によってＧａＡｓ層１３５内に形成されたｐ
ｎ接合領域を含む領域を除去し、Ｚｎが拡散されている島状のＧａＡｓ層を形成する際に
露出したｎ型ＡｌｚＧａ１－ｚＡｓ層１３４の表面及びＡｌｚＧａ１－ｚＡｓ層に形成さ
れたＺｎ拡散領域表面の一部（ＡｌｚＧａ１－ｚＡｓ層表面のｐｎ接合領域を含むｐｎ接
合近傍の領域）は、個別配線層１９０を形成する前に被覆するように絶縁膜１４０が形成
されている。個別配線層１９０は、例えば、薄膜のメタル配線である。個別配線層１９０
としては、Ａｕ層、Ｔｉ／Ｐｔ／Ａｕ積層層、Ａｕ／Ｚｎ積層層、Ａｕ／Ｇｅ積層層、Ｎ
ｉ／Ａｕ積層層、ＡｕＧｅＮｉ／Ａｕ積層層、Ｐｄ層、Ｐｄ／Ａｕ積層層、Ｍｇ／Ａｕ積
層層、Ａｌ層、Ａｌ／Ｎｉ積層層、ポリシリコン層、ＩＴＯ層、及びＺｎＯ層の内のひと
つ又は２つ以上を組み合わせた材料から構成される材料を用いることができる。個別配線
層１９０は、フォトリソグラフィ技術を用いて一括形成することが望ましい。個別配線層
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１９０は、薄膜配線であるので、配線が長くなれば配線における電圧降下の影響が大きく
なる。また、複数のＬＥＤ１３０ｃを高密度に配列する場合には、複数のＬＥＤ１３０ｃ
の配列ピッチが小さくなるため、個別配線層１９０の幅が制限される。個別配線層１９０
の幅が５μｍであり、厚さが０．５μｍであり、数ｍＡの駆動電流を流す場合には、個別
配線層１９０の長さは、約２００μｍ以下にすることが望ましい。
【００２２】
以上説明したように、第１の実施形態に係る製造方法によれば、シリコン基板１７０上に
メタル層１８０を挟んで貼り付けられたエピタキシャルフィルム１３０とシリコン基板１
７０に形成された集積回路１７１とをフォトリソグラフィ技術により形成された薄膜の個
別配線層１９０により電気的に接続しているので、エピタキシャルフィルム１３０ａにワ
イヤボンド用の電極パッドを設ける必要がない。このため、エピタキシャルフィルム１３
０ａの面積を小さくでき、その結果、ＬＥＤ／駆動ＩＣ複合チップ１００の小型化を実現
できる。また、エピタキシャルフィルム１３０の面積を小さくできるので、材料コストの
低減を図ることができる。
【００２３】
また、第１の実施形態に係る製造方法によれば、シリコン基板１７０上に貼り付けられた
エピタキシャルフィルム１３０ａとシリコン基板１７０に形成された集積回路１７１とを
フォトリソグラフィ技術により形成された薄膜の個別配線層１９０により電気的に接続し
ているので、エピタキシャルフィルム１３０ａの厚さをワイヤボンドを考慮して厚くする
必要がない。このように、エピタキシャルフィルム１３０ａの厚さを薄くできるので、材
料コストの低減を図ることができる。
【００２４】
さらに、第１の実施形態に係る製造方法によれば、誘電体膜１４０の端部１４０ａ，１４
０ｂをエピタキシャルフィルム１３０ａの端部よりも内側にし、その上を保護層１５０で
覆った状態で、エッチング溝１６０形成予定領域及び剥離層１２０のエッチング処理を行
う。このため、分離されたエピタキシャルフィルム１３０ａ内のＬＥＤ１３０ｃ（発光領
域）及びエピタキシャルフィルム１３０ａ表面の誘電体膜１４０にエッチング液による損
傷を与えることはなく、エピタキシャルフィルム１３０を剥離可能な個別のエピタキシャ
ルフィルム１３０ａとすることができる。
【００２５】
＜第２の実施形態＞
図１７は、本発明の第２の実施形態に係る製造方法により製造されたＬＥＤ／駆動ＩＣ複
合チップ２００の一部を概略的に示す平面図である。また、図１８（ａ）から（ｃ）まで
は、第２の実施形態に係るＬＥＤ／駆動ＩＣ複合チップ２００の集積回路薄膜２２０の製
造プロセスを概略的に示す断面図である。
【００２６】
図１７において、図１５（第１の実施形態）の構成と同一又は対応する構成には、同じ符
号を付す。図１７に示されたＬＥＤ／駆動ＩＣ複合チップ２００は、基板２７０上に集積
回路薄膜２２０を貼り付け、個別配線層（図示せず）によって基板２７０の配線領域２２
０ａと接続している点が、第１の実施形態に係るＬＥＤ／駆動ＩＣ複合チップ１００と相
違する。ここで、基板２７０は、例えば、ガラス基板、プラスチック基板、ポリマーシー
ト、酸化物や窒化物を含む絶縁体基板、シリコン等の半導体層を含む基板、ステンレス、
銅、アルミニウム等の金属等を使うことができる。金属基板を用いる場合は、表面を酸化
させたり、コーティング層を設ければ、放熱特性の良い絶縁基板として用いることができ
る。なお、上記層を絶縁させない場合は、共通配線層としての役割を持たせることもでき
る。基板２７０上には、一つ又は複数のエピタキシャルフィルム１３０ａと、該エピタキ
シャルフィルム内の半導体素子を駆動するための一つ又は複数の集積回路膜２７０を設け
ることができる。なお、配線領域２２０ａとは、集積回路薄膜の信号や電源などの入出力
端子と外部の回路とを接続するために設けられた接続用のパッド、又は、配線パターンが
設けられた領域を意味する。
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【００２７】
集積回路薄膜２２０の製造には、ＳＯＩ基板（ＳＯＩウェハ）２１０を用いる。ＳＯＩ基
板２１０は、シリコン基板２１１と、その上に形成された埋め込みＳｉＯ２層（ＢＯＸ層
）２１２と、その上に形成されたシリコン層（ＳＯＩ層）２１３とを有する。集積回路薄
膜２２０の製造に際しては、先ず、図１８（ａ）に示されるように、シリコン層２１３の
表面付近に集積回路２１３ａを形成する。次に、図１８（ｂ）に示されるように、ＳｉＯ

２層２１２をＨＦ液でエッチングし、図１８（ｃ）に示されるように、シリコン層２１３
を剥離し、基板２７０上に貼り付ける。剥離されたシリコン層２１３の保持方法としては
、可逆的な保持方法（例えば、気圧差を利用する吸着（吸引）、磁気的吸着、電気的吸着
、接着剤等のいずれかを用いて保持部材に保持する方法）を用いる。なお、実際の製造に
おいては、ＳＯＩ基板２１０上に多数の集積回路薄膜２２０を形成し、これらを個別の集
積回路薄膜２２０に分離するプロセスが含まれる。なお、集積回路薄膜２２０の製造工程
においても、エピタキシャルフィルム１３０ａの製造方法と同様に、集積回路表面に形成
されている種々の誘電体膜やメタル配線膜などが、集積回路薄膜２２０を個別の集積回路
薄膜２２０に分割する工程及び集積回路薄膜２２０を剥離するためのエッチング工程エッ
チング液によっても破壊されないように保護膜を設けることが望ましい。この場合の保護
層としても、エピタキシャルフィルム１３０ａの製造方法で説明したエッチングに対する
特性（耐エッチング性）を備えた材料を使用することができる。
【００２８】
第２の実施形態に係る製造方法によれば、第１の実施形態の場合と同様の効果が得られる
。なお、第２の実施形態において、上記以外の点は、上記第１の実施形態の場合と同じで
ある。
【００２９】
＜第３の実施形態＞
図１９は、本発明の第３の実施形態に係る製造方法により製造されたＬＥＤ／駆動ＩＣ複
合チップ３００の一部を概略的に示す平面図である。
【００３０】
図１９において、図１５（第１の実施形態）の構成と同一又は対応する構成には、同じ符
号を付す。図１９に示されたＬＥＤ／駆動ＩＣ複合チップ３００は、絶縁層１４０上に発
光領域１３０ｃと電気的に接続した電極パッド３１０を備えた点が、第１の実施形態に係
るＬＥＤ／駆動ＩＣ複合チップ１００と相違する。この場合には、各ＬＥＤ１３０ｃとの
電気配線としてワイヤボンディングを使用できる。
【００３１】
第３の実施形態に係る製造方法によれば、ＬＥＤ／駆動ＩＣ複合チップ３００が電極パッ
ド３１０を備えるため、エピタキシャルフィルム１３０の面積は大きくなる。しかし、第
３の実施形態に係る製造方法によれば、誘電体膜１４０の端部をエピタキシャルフィルム
１３０ａの端部よりも内側にし、その上を保護層１５０で覆った状態で、エッチング処理
を行う。このため、分離されたエピタキシャルフィルム１３０ａ内のＬＥＤ１３０ｃ及び
誘電体膜１４０にエッチング液による損傷を与えることはなく、エピタキシャルフィルム
１３０を剥離可能な個別のエピタキシャルフィルム１３０ａとすることができる。
【００３２】
なお、第３の実施形態において、上記以外の点は、上記第１及び第２の実施形態の場合と
同じである。
【００３３】
＜第４の実施形態＞
図２０は、本発明の第４の実施形態に係る製造方法により製造されたＬＥＤ／駆動ＩＣ複
合チップ４００の一部を概略的に示す平面図である。
【００３４】
図２０において、図１５（第１の実施形態）の構成と同一又は対応する構成には、同じ符
号を付す。また、図２１において、図１６（第１の実施形態）の構成と同一又は対応する
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構成には、同じ符号を付す。図２０及び図２１に示されたＬＥＤ／駆動ＩＣ複合チップ４
００は、第１の実施形態の集積回路１７１に代えて、集積回路薄膜４１０を基板１７０に
貼り付けた点が、上記第１の実施形態の場合と相違する。また、配線領域２２０ａを設け
ていない点が第２の実施形態と異なる。集積回路薄膜４１０の製造方法は、図１８の集積
回路薄膜２１０製造方法と同様である。また、エピタキシャルフィルム１３０ａ及び集積
回路薄膜４１０の厚さが厚くなると、個別配線層１９０に段切れが発生する確率が高くな
る。このような不良の発生を回避するためには、エピタキシャルフィルム１３０ａ及び集
積回路薄膜４１０の厚さを、約１０μｍ以下にすることが望ましい。ただし、ポリイミド
などを使って段差領域の平坦化を図るなどの段差領域を横切る配線の断線防止のための方
策を実施するなどして、エピタキシャルフィルム１３０ａ及び集積回路薄膜４１０の厚さ
を、１０μｍを超える厚さにすることもできる。外部回路の間と電源や制御するための信
号の入出力を行うための接続用パッドは、集積回路薄膜４１０内に設ける。
【００３５】
第４の実施形態に係る製造方法によれば、第１の実施形態の場合と同様の効果が得られる
。なお、第４の実施形態において、上記以外の点は、上記第１から第３までの実施形態の
場合と同じである。
【００３６】
＜第５の実施形態＞
図２２は、本発明の第５の実施形態に係る半導体装置の製造方法（即ち、ＬＥＤ／駆動Ｉ
Ｃ複合チップの製造プロセス）を概略的に示す断面図である。また、図２３は、第５の実
施形態に係る製造方法により製造されたＬＥＤ／駆動ＩＣ複合チップ５００の一部を概略
的に示す平面図である。
【００３７】
図２２において、図５（第１の実施形態）の構成と同一又は対応する構成には、同じ符号
を付す。また、図２３において、図１５（第１の実施形態）の構成と同一又は対応する構
成には、同じ符号を付す。第５の実施形態に係る製造方法が、第１の実施形態に係る製造
方法と相違する点は、誘電体膜１４０を覆うパッシベーション膜５１０を形成する工程と
、その上に保護層５２０を形成する工程を有する点である。保護層５２０及びパッシベー
ション膜５１０のそれぞれは、エッチング溝１６０の形成工程及び剥離層１２０のエッチ
ング工程において使用されるエッチング剤に対して耐エッチング性を持つ材料で構成され
る。ここで、パッシベーション膜５１０の耐エッチング性とは、パッシベーション膜とな
る材料そのものが、エッチング溝の形成工程及び剥離層のエッチング工程において使用さ
れるエッチング剤によって、溶解、分解、破壊されないこと、また、パッシベーション膜
と、パッシベーション膜が接する半導体薄膜表面との界面に該エッチング液が浸透するこ
とによって、該界面の密着性や誘電体膜１４０が破壊されないこと、あるいは、該エッチ
ング液がパッシベーション膜を浸透しパッシベーション膜と半導体薄膜界面に到達するこ
とによって、該界面の密着性や誘電体膜１４０が破壊されないこと、などパッシベーショ
ン膜が半導体薄膜表面及び半導体薄膜表面に設けられている誘電体膜などを被覆保護する
機能が失われないことを意味する。また、保護層５２０の耐エッチング性とは、保護層と
なる材料そのものが、エッチング溝の形成工程及び剥離層のエッチング工程において使用
されるエッチング剤によって、溶解、分解、破壊されないこと、また、保護層と、保護層
が接するパッシベーション膜表面との界面に該エッチング液が浸透することによって、該
界面の密着性が破壊されないこと、あるいは、該エッチング液が保護層を浸透しパッシベ
ーション膜界面に到達することによって、該界面の密着性が破壊されないこと、など保護
層がパッシベーション膜表面への密着性を保持し、エピタキシャルフィルム１３０ａを保
護する機能が失われないことを意味する。パッシベーション膜５１０は、例えば、ポリイ
ミド及び窒化アルミニウムの内のいずれかの材料から構成される。保護層５２０は、有機
材料、例えば、レジスト材料などのポリマー材料やワックス材料から構成される。なお、
保護層５２０は、エピタキシャルフィルム１３０ａをシリコン基板１７０に貼り付ける工
程の前又は後に、除去する。また、パッシベーション膜５１０の端部は、個別のエピタキ
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シャルフィルム１３０ａの端部とほぼ一致する。
【００３８】
第５の実施形態に係る製造方法によれば、第１の実施形態の場合と同様の効果が得られる
。また、第５の実施形態に係る製造方法によれば、保護層５２０にピンホールなどの欠陥
があった場合であっても、誘電体膜１４０に損傷を与えることがなく、製造された装置の
信頼性が高い。なお、第５の実施形態において、上記以外の点は、上記第１から第４まで
の実施形態の場合と同じである。
【００３９】
＜第６の実施形態＞
図２４は、本発明の第６の実施形態に係る半導体装置の製造方法（即ち、ＬＥＤ／駆動Ｉ
Ｃ複合チップの製造プロセス）を概略的に示す断面図である。
【００４０】
図２４において、図２２（第５の実施形態）の構成と同一又は対応する構成には、同じ符
号を付す。第６の実施形態は、誘電体膜１４０を形成しない点のみが第５の実施形態と相
違する。第６の実施形態の場合には、例えば、エピタキシャルフィルム１３０上に発光部
形成予定領域に開口部を有する、例えば、酸化アルミニウム、窒化アルミニウム、酸化珪
素、窒化珪素などの、誘電体膜を形成した後、例えば、固相拡散法によって該開口部を介
してＺｎを拡散した後、拡散源膜及び誘電体膜を除去し、Ｚｎ拡散によってＧａＡｓ層１
３５内に形成されたｐｎ接合領域を含む領域を除去する。その後、例えば、Ｚｎが拡散さ
れている島状のＧａＡｓ層表面の一部を露出する開口部を備えた絶縁膜を形成し、パッシ
ベーション６１０とする。ここで、パッシベーション６１０の開口部は、ｎ型ＡｌｚＧａ

１－ｚＡｓ層１１４の表面及びｎ型ＡｌｚＧａ１－ｚＡｓ層に形成されたＺｎ拡散領域表
面の一部（ＡｌｚＧａ１－ｚＡｓ層表面のｐｎ接合領域を含むｐｎ接合近傍の領域）が露
出しないように形成することが望ましい。第６の実施形態に係る製造方法が、第５の実施
形態に係る製造方法と相違する点は、誘電体膜１４０を残さずに、パッシベーション膜６
１０を形成する工程と、その上に保護層６２０を形成する工程を有する点である。保護層
６２０及びパッシベーション膜６１０のそれぞれは、エッチング溝１６０の形成工程及び
剥離層１２０のエッチング工程において使用されるエッチング剤に対して耐エッチング性
を持つ材料で構成される。パッシベーション膜６１０は、例えば、ポリイミド及び窒化ア
ルミニウムの内のいずれかの材料から構成される。保護層６２０は、有機材料、例えば、
レジスト材料などのポリマー材料やワックス材料から構成される。なお、保護層６２０は
、エピタキシャルフィルム１３０ａをシリコン基板１７０に貼り付ける工程の前又は後に
、除去する。また、パッシベーション膜６１０の端部は、個別のエピタキシャルフィルム
１３０ａの端部とほぼ一致する。
【００４１】
第６の実施形態に係る製造方法によれば、パッシベーション膜６１０が、誘電体層として
の機能を併せ持つように構成したので、第１の実施形態の場合と同様の効果が得られる。
また、第６の実施形態に係る製造方法によれば、保護層６２０にピンホールなどの欠陥が
あった場合であっても、半導体素子に損傷を与えることがなく、製造された装置の信頼性
が高い。なお、第６の実施形態において、上記以外の点は、上記第１から第５までの実施
形態の場合と同じである。
【００４２】
＜本発明が適用されたＬＥＤプリントヘッド＞
図２５は、本発明の製造方法によって製造された半導体装置を組み込んだＬＥＤプリント
ヘッド７００を概略的に示す断面図である。図２５に示されるように、ＬＥＤプリントヘ
ッド７００は、ベース部材７０１と、ベース部材７０１に固定されたＬＥＤユニット７０
２と、柱状の光学素子を多数配列したロッドレンズアレイ７０３と、ロッドレンズアレイ
７０３を保持するホルダ７０４と、これらの構成７０１～７０４を固定するクランプ７０
５とを有する。ＬＥＤユニット７０２には、上記実施形態の製造方法によって製造された
半導体装置７０２ａであるＬＥＤ／駆動ＩＣチップ又はＬＥＤアレイチップが搭載されて
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いる。ＬＥＤユニット７０２で発生した光はロッドレンズアレイ７０３を通して照射され
る。ＬＥＤプリントヘッド７００は、電子写真プリンタや電子写真コピー装置等の露光装
置として用いられる。
【００４３】
＜可能な変形例＞
上記実施形態においては、シリコン基板１７０上にメタル層１８０を形成した場合を説明
したが、メタル層１８０に代えてポリシリコン等の金属以外の導電性薄膜層を用いてもよ
い。
【００４４】
また、上記実施形態においては、シリコン基板１７０上にメタル層１８０を形成し、その
上にエピタキシャルフィルム１３０ａを貼り付けた場合を説明したが、メタル層１８０を
形成せずに、シリコン基板１７０上に直接エピタキシャルフィルム１３０ａを貼り付けて
もよい。この場合には、シリコン基板１７０の上面とエピタキシャルフィルム１３０の下
面を、適当な化学的方法で表面処理し（鏡面化し）、両面を密着させ、加圧・加熱工程を
経ることにより、両面を強固に接着（密着）することができる。強固な接着に必要な加熱
温度は、メタル層を介した接着の場合に比べ高い温度になるが、メタル層を設ける場合と
比較して、ＬＥＤエピフィルムとＳｉ基板表面の間に、第３の層（メタル層）を設けるこ
とに起因した、メタル層の欠陥発生に伴うようなボンディングの欠陥発生確率を除外する
ことができる。また、メタル層１８０を導入することにより、駆動ＩＣ配列に対してアラ
イメントされたメタル層１８０のパターンに対してＬＥＤエピフィルムのボンディング位
置合わせをするので、ＬＥＤエピフィルムのＩＣパターンに対する位置合わせずれの大き
さが増大する要因が増える。したがって、メタル層を設けない場合は、メタル層を設ける
場合と比較して、駆動ＩＣ配列に対する位置合わせマージンを小さくすることができる。
また、シリコン基板上に設けた絶縁膜、例えば、酸化シリコン、の上にエピタキシャルフ
ィルムを貼り付ける変形も可能である。
【００４５】
また、上記実施形態においては、メタル層１８０を含む導電性薄膜層が長方形に描いてい
るが、角の切欠き部や、辺の凹凸部を備える形状にしてもよい。この場合には、製造プロ
セスにおいて、切欠き部をチップの向きを判断する基準部として用いることができ、凹凸
部をＬＥＤの位置判定用の基準部として用いることができる。
【００４６】
また、上記実施形態においては、シリコン基板１７０にエピタキシャルフィルム１３０ａ
を貼り付ける場合を説明したが、基板１７０の材料には、アモルファスシリコン、単結晶
シリコン、ポリシリコンの他、化合物半導体、有機半導体、及び絶縁体材料（ガラスやサ
ファイヤ等）のような他の材料を用いることもできる。また、基板２７０についても、同
様の変形が可能である。
【００４７】
また、上記実施形態においては、半導体薄膜としてのエピタキシャルフィルム１３０ａに
備えられた半導体素子が、ＬＥＤである場合を説明したが、半導体素子は、レーザー等の
他の発光素子、受光素子、ホール素子、及びピエゾ素子等のような他の素子であってもよ
い。
【００４８】
また、上記第実施形態においては、半導体薄膜がエピタキシャル層である場合を説明した
が、エピタキシャル層ではない半導体薄膜を採用してもよい。
【００４９】
また、エピタキシャルフィルム１３０ａの構成を、ｐ型ＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ層、ｐ型Ａ
ｌｙＧａ１－ｙＡｓ層、ｎ型ＡｌｚＧａ１－ｚＡｓ層、及びｎ型ＧａＡｓ層を順に形成し
た構造としてもよい。
【００５０】
また、上記第実施形態においては、誘電体膜１４０が１層の場合を説明したが、誘電体膜
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を多層備えてもよい。
【００５１】
【発明の効果】
以上に説明したように、本発明によれば、基板の端子領域を有する面上に半導体薄膜を貼
り付け、これらを薄膜の個別配線層で電気的に接続する構造を採用したので、半導体装置
の小型化及び材料コストの低減を図ることができる。
【００５２】
また、本発明の製造方法によれば、保護層又はパッシベーション膜によってエピタキシャ
ルフィルムの所定領域を覆った状態でエッチングを行うので、エッチング処理に起因する
半導体素子又は誘電体層の損傷は生じ難く、その結果、装置の製造歩留まりを向上させる
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第１の実施形態に係るＬＥＤ／駆動ＩＣ複合チップの製造プロセス（
その１）を概略的に示す断面図である。
【図２】　第１の実施形態に係るＬＥＤ／駆動ＩＣ複合チップの製造プロセス（その２）
を概略的に示す断面図である。
【図３】　第１の実施形態に係るＬＥＤ／駆動ＩＣ複合チップの製造プロセス（その３）
を概略的に示す断面図である。
【図４】　第１の実施形態に係るＬＥＤ／駆動ＩＣ複合チップの製造プロセス（その４）
を概略的に示す断面図である。
【図５】　第１の実施形態に係るＬＥＤ／駆動ＩＣ複合チップの製造プロセス（その５）
を概略的に示す断面図である。
【図６】　第１の実施形態に係るＬＥＤ／駆動ＩＣ複合チップの製造プロセス（その６）
を概略的に示す断面図である。
【図７】　（ａ）及び（ｂ）はそれぞれ、第１の実施形態に係るＬＥＤ／駆動ＩＣ複合チ
ップの製造プロセス（その７）を概略的に示す断面図及び平面図である。
【図８】　第１の実施形態に係るＬＥＤ／駆動ＩＣ複合チップの製造プロセス（その８）
を概略的に示す平面図である。
【図９】　図１のＡ９部の拡大図である。
【図１０】　図３のＡ１０部の拡大図である。
【図１１】　図５の概略的な斜視図である。
【図１２】　図５のＡ１２部の拡大平面図である。
【図１３】　図６のＡ１３部の拡大図である。
【図１４】　図１３をＳ１４－Ｓ１４線で切る面を概略的に示す断面図である。
【図１５】　図８の拡大平面図である。
【図１６】　図８のＡ１６部の概略的な斜視図である。
【図１７】　本発明の第２の実施形態に係る製造方法で製造されたＬＥＤ／駆動ＩＣ複合
チップを概略的に示す平面図である。
【図１８】　（ａ）から（ｃ）までは、第２の実施形態に係る集積回路薄膜の製造プロセ
スを概略的に示す断面図である。
【図１９】　本発明の第３の実施形態に係る製造方法で製造されたＬＥＤアレイチップを
概略的に示す平面図である。
【図２０】　本発明の第４の実施形態に係る製造方法で製造されたＬＥＤ／駆動ＩＣ複合
チップを概略的に示す平面図である。
【図２１】　図２０の一部を概略的に示す斜視図である。
【図２２】　本発明の第５の実施形態に係るＬＥＤ／駆動ＩＣ複合チップの製造プロセス
を概略的に示す断面図である。
【図２３】　第５の実施形態に係る製造方法で製造されたＬＥＤ／駆動ＩＣ複合チップの
一部を概略的に示す平面図である。
【図２４】　本発明の第６の実施形態に係るＬＥＤ／駆動ＩＣ複合チップの製造プロセス
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【図２５】　本発明の製造方法によって製造された装置を組み込んだＬＥＤプリントヘッ
ドを概略的に示す断面図である。
【図２６】　従来のＬＥＤプリントヘッドの一部を概略的に示す斜視図である。
【図２７】　図２６のＬＥＤプリントヘッドに備えられたＬＥＤアレイチップの一部を示
す平面図である。
【符号の説明】
１００，２００，４００，５００　ＬＥＤ／駆動ＩＣ複合チップ（半導体装置）、
３００　メタル層に貼り付けたＬＥＤアレイチップ（半導体装置）、
１１０　エピタキシャルフィルム製造用の基板、
１２０　剥離層、
１３０　分離前のエピタキシャルフィルム、
１３０ａ　分離後のエピタキシャルフィルム、
１３０ｂ　半導体素子形成領域、
１３０ｃ　ＬＥＤ（発光領域）、
１３１　ＧａＡｓコンタクト層（１）（ｎ型ＧａＡｓ層）、
１３２　ＡｌＧａＡｓ下クラッド層（ｎ型ＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ層）、
１３３　ＡｌＧａＡｓ活性層（ｎ型ＡｌｙＧａ１－ｙＡｓ層）、
１３４　ＡｌＧａＡｓ上クラッド層（ｎ型ＡｌｚＧａ１－ｚＡｓ層）、
１３５　ＧａＡｓコンタクト層（２）（ｎ型ＧａＡｓ層）、
１３６　Ｚｎ拡散領域、
１４０　誘電体膜、
１４０ａ，１４０ｂ　誘電体膜の端部、
１５０　保護層、
１６０　エッチング溝、
１７０　シリコン基板、
１７１　集積回路、
１８０　メタル層、
１９０　個別配線層、
２１０　ＳＯＩ基板、
２１１　シリコン基板、
２１２　埋め込みＳｉＯ２層（ＢＯＸ層）、
２１３　シリコン層（ＳＯＩ層）、
２１３ａ　集積回路、
２２０，４１０　集積回路薄膜、
５１０，６１０　パッシベーション膜、
５２０，６２０　保護層、
７００　ＬＥＤプリントヘッド
７０２　ＬＥＤユニット
７０３　ロッドレンズアレイ。
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【図１６】 【図１７】
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【図１８】 【図１９】

【図２０】 【図２１】
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【図２２】 【図２３】

【図２４】 【図２５】
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